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por deposicio empregandc o mesSmo"
para gus

CaNON KABUSHIKI KAISHE, pretends obter

prrivilégio de invengio em Portugal.

0 prasente invento refere~se a um Jdispositive de alimentagdo
de gas para alimsntar um gas de partida para a formagio de uma

pelicula por dﬁposigéo, pela pirocesse da deposicds guimica de

vapor;, caracterizado por compreender: um recipiente gue tem  um
espage para descarga de gas de partida gus contém um  composto

1)

organomstalico, pela introdugZo de um gaéas portador, um m=2io  ds

introdugio de gas, ligado ao recipients, tends uma  pluralidade

&
de aberturas de introdugdo de gas, para a introdugdo, no reci-

piente, do gas portador ou do gas de partida, para produzir o gas
de partida; & um msio de aceleraglo da produgio de gas para

acelerar a produgdo do gés de partida.
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MEMORI& DESCRITIVA

ANTECEDEMTES D& INVENCED

Campo da Invencdo

¢ presente invento refere-se a um aparelho para produgdo

de uma pelicula de deposigfo e a um dispositivo de alimentagio ds

gas. Em pairticular, o presente invento refere-ss a us dispositi

de alimentacis de gas gus & adeguado para a alimentagdo de um gas
la

de partida, contendo um composto organometalico, ou simi

Arie anterior relacionada

0 processo da deposicfo quimica de vapor, usando um composio
organometalico, € amplasente utilizado para a deposig3o de  uma

-

nelicula fina ou de uma pslicula fina semicondutora de metal dos

grupos III-¥. Os matsriais organometalicos de partida, amplamente
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o trimetilaluminico {TMa}), s&o
licuidos & tzmpsratura ambiente. Pelo fluxo de um g&sS  portador
Y P = E
tal come © Argon, intro
composto oraganomstalico licuido, o composto organometélico ligui-
(] 7

&,

num estado de wapor, para uwi rscipisnte

5.1-

do & transportad
reaccional, gue constitui um espago para a Tormagdo da pelicula

depositada.

Fig. 7 ilustra um dispositivo convencional para transporte
de um gas {gas de partida) contendo um composto organomsialico.
Um coaposto organometalico 2 estd armazenado, num astado liguido,
num  recipients metalico 1. Um gés poriador &, tal como argon, &
na  Torma de bolhas, no liguido, através de um  tubo

-

metalico 41, inssrido no COMPOSLO OF ganom

fl)

télico 2. 0O composto

organometalice arrastado pelas bolhas, num estadc de wvapor
saturado, £ transportado, como gas de partida 7, para um
recipiente reaccional (que nfo se mostra) através de um tubo 42
que ndEo 2sia nserido no liguido. Por exsmplo, com  um  tubo

inserido 41, com um Jdifwetro de 6,35 mm e para um caudal de gas

£ KN

portador de 1 a 100 meﬁmwn {estads padrde) pode—-se
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transportar um composto organometalico, tal como o THME & o THA

7

nja
=i
o
(]
o
i
[
[
G
[y
it
]
[w
w
B
&
]

numa guantidade correspond saturado, no gas

or tador, due sai do tubo Jde salda 42.
b 2 |

Contu

ly,  para melhorar a produtividads, noncadaments  para

constituir um aparslho para a produgfo ds uma pelicula por

deposicio, gue sejz capaz de depositar uma pelicula Tina sobre
uma  pluralidade de substratos, simultanesaments, & necessaris,
correspondsntenente, uma grande guantidads de gas de partida. Se

O

se introduzr um grands caudal de gas portador, tal como 1 a 1
1/min., através des um tudbc de metal 41, tal comoe se mostra na
Fig. 7, o composto organometalico ndo estaréd suficientemsiris

lhas e, assim, a guantidads do composto  ordanome-
talico transportado ndo se tornard maior mesmo para  um  maior
caudal do  gas portador. Em particular, para  um composto
organometalico viscoso, as bolhas formadas pele tubo de metal 41
tornam-se wm2iores em tamanho, provocando a pulsagido de Tluxo de
gas descarregado, ou, num caso exitremo, as bolhas poden-ss juntar
paira formar um percurso tubular de Tluwe de gas que atings a Tase
gasosa  acima oa supsrficie liguida. Por sxemplo, com um tubo de

metzal 41 possuindo 6,35 mm de dif@metro, o percurse do Tluxo de
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gas portador pod o, para um caudal de csrca de 100
Zz .

cm”/min., da Torma de bolhas para uma Torma tubular, resultando

numa ndoc proporcionalidade entre a guantidade de CORDoOSLO

organcmetélico g a quantidade de gas portador.

Deste modo, para o ransporte com um caudal elevado, pode-se
1

considerar o uss de uma pluralidade de recipientes para o compos-—

or

o organometalico. Por exemplo, para uma guantidade reguerida ds
gés portador de 1 a 10 l/min., sd@o necessarios 10 a 100 reci-
pientes, no pressuposto de qgues, por recipisente, se podem introdu-
zir 100 cm= Fwin. do gas portador. Nesie caso, podem &siar anvol-
vidos piroblemas relacionados com o aumento do tamanho do  apare-

lho, com o aumento do custo 2 com complicagies de manutengdo.

Por  outro lado, o Pe de Patente Japonesa, acessivel ao

d
oblico, n2. sho-62-3376% descreve a perfuragdo de um certo
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namero de orificios na extremidade do tubo metalico. Isito pode
serr eficaz para um composto organcmetilics possuindo FE
viscosidads baixa, tal como o THME, mas pode ndo ser sempre eficaz
para uir  composto  organometaliceo possuindo  uma viscosidade
elevada.

0 Pedido de Patents Japonesa, acessivel ao publico, n®. sho-

~62-207870 descreve a instalacgdo de um gerador de das ultrassd-

nicas possuinds um oscilador de magnetostrigio num recipiente de

mstal orgiAnico. Num seu exemplo, insere-ss, numa Tass gasosa, um

tubo metdlico para a introdugdc de um gas o
se pode esperar a produgdo de uma névoa pelo sfeito ultrassonico
Ula  Vez gue um gas gue causa cavitacio ssté geralmente, pouco
contido. fAinda guz na publicagfo da patente se zsncontire a
descrigio de qus o tubo de metal, para a introdugfo de  gas
portador, possa se&” inserido no Ccomposto organomeialico, em

compostos organomstalicos viscosos

o

&o se pode esperar um efaito
de cavitagldc suficients, uma vez gue as bolhas ndo sfo facilmsnte
geradas para um caudal elevado de gas portador, tal como

anteriormente s reteriu.

&
anterioiragnte coitado, mosira um método para transportar eficaz-
mente o TM&E, para um caudal elevado. Este métode, contudo, ndo &

t3o eficaz para compostos organometiélicos, tais come o LMAH,
-3
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0 Pedido dgs Patente Jagponssa, acessivel ao publico, nf. sho-
-&0-131973 descreve um metodo para vaporizar um composto  oF gano-—
metalico liquido, compresndends o borbulhar de um gas de modo a
que o gas seja ejectado através de um dispositivo de formac@o de

bolhas, possuindo uma pluralidade de orificios de ejecglo de gas
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na extremidade da zona de ejeccdo de gés. 5, mEsne com este
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método, podes haver instabilidade da alimentagdo do composto
organometalico gasosc, duranie a wvaporizac@o de uma girande
guantidade do compos dlico para a rapida Tormagio de
uma pelicula de deposicio, uma vezr gue as bolnas, da grande
quaﬁtidade de gas introduzida, se combinam mutuamente, para
formar bo composto  organo-—

metadlico liguid o iEl ar has maiores e da acumulagio

resultant

Ta

Somd anteriorm

=)

i
dispositivo de alimentagd
de uma grande guantidads

&1
0 de gas, satisfatdrio para alimentagdo
de um gas de partida, usando um composto

organomstilics com uma viscosidade elevada.

SUMARTIO DA INVEMCED
U opjective do presente invento & prroporciosnar L
dispositivo de al &0«

imentagio de gas & um aparslho para a produgio
si

gue ndo impliguem a desvantagem de

©)

O

O
'S
5

e gus sejam capazes de transporibar
uma grande guantidade de gas de partida MESHS ool compostos
i I 3

organometilicos viscosoes.
Qutiro objectivo do presente invento consiste em propuorcionar
un  dispositivo de alimentagdo de gas & um aparslho para a

1

formagio de uma pelicula de deposigio, gus sejam capazes de
transportar uma grands guantidade de um hidreto de alguil

alumi-
nio, numa pureza elevada, adeguados para conduzir, atisfatoria-~

mente, a produgio de uma boa pelicula de deposigio.

De acorde com um aspecto do presentes invento, proporclona-se
um  dispositivo de alimentacdo de gas, para a alimentagdo de  um
gas de partida, para a producdo de uma pelicula de deposigio,
pelo processo da deposigdo gquimica de vapor, comprsendendo  um
recipients com um espage para descarga do gas de partida,

g

contendo wa  composto organometalico, por introdugdo de um gas
s g
i .

portador; meioss de introdugdo de gas

possuinde uma pluralidads de abesriuras de introdugio de gas, para
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paira  gerar o gas de partida; e meios ds acelerar a produgdo de

gas, para acelerar a produgfo do géas de partida.

{in

De acordo com um oubliro aspecto do presente  invento
propoircionado  um diépositivo de alimsntagds da gas, para a
alimentacio de um gas de partida, para a produgfo de uma pelicula
de deposigdo pselo processe de dsposigdo quimica de  vapor,
compreendends, meios para armazenamento do composto organomstali-

co, para descarga do gas de partida, contendo o composto

)

organometalico, por introdugdo de um gas psrtaiar; uma  plurali-

dade de membros de introdusdo de gas, para introdugdo G0 gas

£S5

portadoir nos meios de armazenamento; € meios interruptores para
1

igar ou desligar as linhas de alimentagdoc do gas portador,

ligados a uma pluralidade de membros de introdugdo de gas, e para
distribuir o gas portador através de uma linha de  alimentagio

Sinda de acordo com oubro aspecio do prasents invento, €
proporcionado um  dispositivo de alimentagio de gas, para

alimeﬁtagéa de um gas de partida, para a produgdo de uma pelicula

g2 deposigio pslo processo de  deposigio guimica de  vapory
o o P P = Ao e B b (e g g 7 o > 2, 5
compraandendo, meios de armazenamentc. do composto organometdli-

co, para descarga do gés de partida, contendo o composto
organometalico, por introdugdo de um gas portador; um  elemento
para introdugdo de gas. possuindo uma pluralidade de  peguenas
aberturas, para introdugdo do gas portador nos neios de armazena-
mento; = um oscilador ulbtrassénico disposto nos meios de

armazenanento.

De acordo com um aspecto adicional do presnte  invento, &

b
propoircionado un dispositivo de alimentagdo de gas, para alimsn-

i
riida para a produgfc de uma pelicula de

tagio de um gas de pa

deposigio palo processo da deposigfo guimica <8 vapor,; Compresn-—

dendo, un recipiente possuindo um espago para descarga do gas de
3 ‘i:v- o o '-a'!ll"m'.vf;! A [T " AT 2 o G = 3‘1 :E\F’) 5 - -w-'--,-D-J 3!‘":""} dE’

L& LLGE CONLSNGo um Composto orga pometalico, PO INCroaugad 3
un  Ga&s  portador; & meios ds injecglio para injectar o composto

J
organometidlico, num estado de névoa, nw racipisnte.
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fiinda de acorde com um aspecto adicional do presente invento
€ proporcionadoe um aparselho para a produgdo de uma pelicula e

deposigdo pelo processe da deposicfo guimica de vapor, compresin-

dendo:

(13 um dispositive de alisentagfo de gas, compresndendo  um
recipiente possuindc um espags para a introdugds e descarga
de um gés de partida, contendo um composto organometalico
para & produgdo de uma pelicula de deposigdo com o auxilio

de  um gas portador; meios para a inirodugéa de gas ligados
2
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trodugzio de gas, para a introdugdo do gas portador ou  do
gas dz partida no recipisnte, para gerar o gas de partida; e

meios de acsglerar a produgdo de  gas

(2} uma cimaira de reacgdo, ligada ao dispositivo de alimentacio

finda de acordo com um  aspects adicional do  presente
invento, € proporcionadc um aparelin para a produgdo dJde  uma
pelicula de deposigdo, pelo processo da deposigfo quimica de

VAPOI, compreendendo

(1) um dispositivo de alimentacio de gas, compresndsnde meios de

armazenamento do composto organometalico para descarga do
gas de partida, contendo o compostc oirganometdlico, por

introdugdc de um gas portador, para a produgfo de uma
&

]
A

pelicula de deposigdo; uma pluralidade o eslementos de
introdugdo de géas, para introduzir o gas pori:
de armazenamento, € weios interruptores de gas para ligar ou
desligar linmhas de alimentagio do gas portador &

de meios de introducdo de gas e para distribuir o gas
poi-tador através da linha de a2limentagdo accionada

~

uma codmara de reacgio

N
38 ]
ot

imentasio

1:; .
w
‘i
<
[
ti]
)
a.-.l
k“(

ligada ao dgispos

~



71 592
CFD 7067 PT
(MO/TF/nt)

de gas, para recsbsi
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escape ligados & cmara ods reacgdo, para purgs da

camaira de reacgio.

[}

Ainda <& acorde com um aspecto adicional da. invengao

proporcionad um aparslho para a produgéa de uma pelicula de

o
deposicio pelo processo da deposicldo gUlm

» ica de vapor, compresn-
dendo:
(1) um dispositivo de alisentacdo de gas comprasndsndo meios

para armazenamsinto do composto organometalico, para descarga
do ga&s de partida, contendo o composts organometdlico, por
introdugdo de um gas portador, para a produgdo de uma
pelicula de deposigfos; um slemento para introdugdo de gés,

possuingdo  ume pluwralidade de aberturas, para introducdo <o
™ s M k-4

gas portador nos meios dJde armazenamento; & um oscilador
ultrassonico instalado nos meios ds arna ento,

(2) uma camara de resacgio
a

receber o gas de partida ai alimentado, &

(3) wmeios de escape, ligados & cdmara ds reaccdo, para purga da

camaira de reacgdo.

finda de acordo com um aspecio adicional do presente invento
&

& proporcionado um aparelho para a producfo de uma pelicula de
deposigic palo processo da deposigfo quimica de vapor, comprssn-
dendo:

(1) um dispositivo de alimentagdo de gés:s SEpr eSndends, i

recipiente possuindo um  espago para

partida, contendo um composto organcmetdlico, por intirodugio

de um gas portador, para a produgio de uma pelicsula de
L)

deposicd zios de injeccdo para injsecitar o 2 composto

wan
W

organometdlico, num estado de néwvoa, no recipiantg;

{(2) uma cAmara de reacgfo, ligada ao dispositivo de  alimentagdo

de gas, para receber o gas de partida ail alimentad
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camara Jde reacgio.
BREVE DESCRIGED DOS DESENHOS
£ Fig. 1 & um diagrama esguematico ilusirands um exemplo do
dispositivo de alimentagdo de gas do piresente invento.

& Fig. 2 & uma carta de escalonaments no tempo para &xplicar

um método de condugZo do dispositivo.
A Fig. 3 & um di
do dispositivo de alimentagio de gas do pressnie invento.

A Fig. 4 ¢ um diagrama esguamatico ilustrands ainda um oulro

exemplo do dispositivo de alimentagio de gas

g:w

o presente invento.

As Figs. 58 & 50 sio diagramas esquematicos para explicar o

mecanismo  de ormacic selectiva, praeferivel, da pelicula de

o

il

deposigio usando o dispositivo de alimentagio de gas do pressnte
ento.

inve

& Fig. & & um diagrama esquamético de um aparelho ds
produgio de uma pelicula de deposigfo ao gual o dispositive de
alimentagdo de gas do presente invento & aplicawvel.

£ Fig. 7 & um diagrama esquematico ds um aparelho de

alimentag@o de gas, convencional.

DESCRICAD DETALHADS DA CONCRETIZACEQ PREFERIDA

Oz dispositivos de alimentagdo de gas preferidos, do

presente invento, sS8c constituldos como a seguir se descreve.

0 dispositivo de alimentaclo de gas do presente invento

ompreends um recipiente, possuindo um espago para descarga do
yas de partida, contendo um composto organometialico, e

introdugdo de um gas pnrtadﬂr; meios de introdugfo de gas ligados
ao recipiente e possuindo uma pluralidade de entradas de gas,
para a introdugfo do gés portador ou do gas de partida no
recipisnis, para gerar o gas de partidas; e meios para acslerar a

produgio de gas, para acelerar a produgdo do gas de partida.
0 dispositivo de alimentagfo de gas do prasente invento &€

~3
3

capaz de alimentar uma grande quantidade de um gas de partida,
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estavelments, usando uma plura

de gas e meios de aceleragdo de produgds de gas. 0 dispositive de
alimentagfc de gas do presente invento, € capazr de itranspoirtar
uma grande guantidade de gas de paritida, assmo com  un comnposto

crganametélito viscoso, sSsem provocar o 2 problema do aumento

desvantajoso da dimensdo do aparelho.

a~r

0 aparelho para a produgdo de uma pelicula de deposigdo  do

presente invento compreends o dispositivo de alimentagdc de
gas, anteriormente referido, uma cidmara de reacgdo ligada &ao

dispositive de alimentacfo de gés para receber o gas de pairtida
a1 alimentado e msios de escape de gas, ligados & cBmara de

reacgio, paira a purga da of@mara de reacgio.

0 aparelhs para a produgdo de uma pelicula dz  deposigdo
compreendznds o dispositivo de alimentagio de gas do  presante
invento & capaz de alimentar, sstavelmentes, uma grands guantidades

de um gas de partida & cimarsz de reaccio, permitindo a2 pirodugdo
Y P ke

de uma pelicula de deposigdo de elevada gualidade & L
velocidade de deposigfo elevada.

Descreve-se  em detalhe um exempls do present invento por

referéncia as Tiguwras.

Tal como Jdepois se descreve, © hidreto de dimetilaluminio
(DMEHY resulta num depdsito de £1 ou de uma liga ode £1-81 de

elevada gqualidade, meramente por reacgde térmica  sobire a

= A\

superficie de um material doador de elecitrdes, usande hidrogénio
Comd gas reaccional. & praessido de vapor DHMEH &,  aproximadamsnte,
de 1 Torr (1,33 x 10
facilmente transportads em comparagds com o TIBS {(pressdc de
vapor: aproximadamente, 0,1 Torr

ambiente) gue tem sido usado como mats-ial de partida para o Al
no CVo.

No  caso do aparelho para a produgdo de uma pelicula de
deposigds de acordo com o processo de CVD de 4éeu0, em  produgic
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viscosidade, amwolve o problema de o Tluxoe de gas de itransportie
tender a tornar—-se pulsado, resultande no impedimentso do  trans-
porte continuoc, ou de o Tluxo de gas se

anteriorments s mencionou.
peste modo, este exemplo tem a constituigdo seguinis.

£ Fig. 1 ilustra um exsmplo da constituigdo do dispositivo

"
\
v i

de zlimentagio o= gas do presaents invento.

0 recipiente metélico 10 & constituide de 3US. & superficie
interior do recipiente metidlico esta, preferivelmente, revestido

com Si0s ou similar, uma vez gue um composto oirganometalico, tal
u

como DMAH & © THA, se decompord sobre uma superficie mstalica na
presenga de hidrogénio, mesmo & tempeiratura ambiente, para Tormar

um alcano desnecessario, tal come metans ou similar. No Tundo do

~ecipiente 10, estic dispostos uma pluralidade de tubos, na

direcgds norizontal, aproximadamente eguidistantes, con as
aberturas de descarga de gas dirigidas no sentido ascendenis. Ui
F&s sortador & & introduzido, a partir de um tubo de entrada

4, para formar 2olhas 3. 0 vapor do composto organometdlics 2 &

transportade, conjuntaments com © g&s - portador, através de

t?:
u

um  tubo d= saida 5 para um vaso reacciocnal {ver Fig. 6). Um
interruptor de gas 19, selscciona as vias ds introdugdo de  ga
dos  tubos 11-17, inseridos no composto organomsitalic 2, par
introduzir a alimentagio de gas portador, do tubo de2 entra

para os tubos 11-17, em impulses com atrasos 02 tempo.

interruptor de gas &
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valvula, coolocados em partes de liga§§ﬂ dos  tubos respectivos,

omagndticas oparadas  por corrante
eléctrica; por um efector; e por meios dde controlo para o
efector. &inda gus na Fig. 1 se mosiram ssite Tuos © namers  de
tubos pode ser maior ou menor do gue seie. 0 escalonamento no
tempo da ligagfo & ajustads, depsndendo do comprimento de cada
tubo (11-17), desde o interruptor de gas 19 aié as saidas. HNeste
examplo, o inteiruptor de gas 1

produgdo de gas.
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& Fig. 2 mostra um padrio de escalonamsnto no

introdugdo do gas poriador nos tubos 11-17. Ha Fig. as porgdes

a sombireado mostram o tempoe de Tluxo oo gas nos tubos  raspecti-

o <
vos. Os caudais, nos tubos respectivos, sfo ajustados de modo a
serem  iguais em gualguer instante. Em  correspond@ncia com &
dimensdoc dos tubos, o tampo Tq & T2 & determinado de modo a gue

as bolhas, formadas pelo gas portador no composio organometalico,
s

- . ar

ndo possam pdr em comunicacfo as saidas de ga&s com a Tase gasosa.

=3
Na carta de escalonamento no tempo da Fig. 2, o ¢é&s portador Tlui

. -~
através dos & tubos, no caso mals simplss, am gqualgusr  instante,
sendo  um sexte do gas portador introduzido atraveés do  tubo -de

a
entrada 4, distribuldo a cada um dos ssis tupos 11-17.

No caso em gque oS tubos t8m, respecitivamente, uma aberiurs,

a gquantidade de gas portador introduzida nos tubos respectivos
i . . ;-

11-1i7 &, preferivelments, inferior a 1060 cw/min. para o DMAH.

Num exemplo @mais preferivel, no gual, em vez de uma tnica

abertura, os tubos 11-17 sst&o provido de warias peguenas
mic

aberturas nas suas extrean
oF a 100 on-/min. Guando cada tubo esta

ades, o caudal de gas portador em cada
tubo pode ser supsri O
provido de paguenas absriwras en ndssits i o caudal de gas
portador em cada tubo pode ir até n x 100 PM“fMlF_ EspeciTica
S

t
mente ara cada umn dos tubos 11-17 de 54 mm ou de &,35 wmm de
7 7

f(?
=
<
ol

Jead
=
ped
I
e
o

El

=
&
)
%R
&

diZmetro, o seu nmero &, mais piref do gus 10,

i

Se 0 ssU numero & superior, as bolhas Tormadas p@ﬂam—ss compinar
umas com as outras com uma probabilidade elevada. Para qualguer
caudal dever-se~3o tomar medidas para ndc deixar gus as  bolhas
gjectadas da sxtremidade do tubo se juntem, para

=

em comunicacdo com a Tase de gas localizada por

m.

tubuiair de ga

Cima .

No dispositive gque se mostra na Fig. 1, as bolhas s&c
formadas, seguencialmente, a partir dos tubos respectivos 11-17

praticamente de um modo continuo, como um todo, sem pulsagic do

g&s de partida 7 descarregade do tubo de saida 5.

x.

felo  uso do dispositiveo de alimentag
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poce-se  tornar o tamanho das bolhas das aberturas respecti:
mais pegquenc, pela selecglo apropriada do caudal de gas  portador
introduzido através dos vérios meios de introdugio de ¢as e pela
alimentagdc intermitente do gas portador aos membiros de  inbtrodu-
¢do de gas respectives, com um desTasamento de Tp, pelo guse se

pode vaporizar suficisntemsnte o composio organomsetdlico no  gas

7
e se pode alimentar uma grande guantidads do gas de partida.
A Fig. J mostra oubtiro sxemplo da constituigdo do dispositivo

o

W

alimentagdo de gas do presents invento.

0 recipiente metalico 10 & constituido por B8US. & superficie
interior do recipiente m ~iv

com Silo ou similar, uma vez gue um composSto ordganomst aliEG, tal

come o DMAH & o TMA, se decompord sobre uma supserficie metalica,

[t}

na presenga de hidrogénio, mesmo & temperatura  ambients oara
1 1

cano desnecessario tal como metano ou simi

G tubo mestalico 4, inssrido num composts organomnst
estd provido de uma pluralidade de peguenas aberturas 5 para
descarga do gas. 0 gas portador € ejectado através das cada uma
r as abertuwras podem estar
localizadas, guer com intervalos reguladares, guer com intervalos
irregularas. Ainda gue o© tubo 4, inserido no composto

organometélico, esteja ilustrado numa Torma linear na Fig. 3,

=l

este pods ter uma Torma circular ou uma Torma de serpentina, de

modo a distribuir as posigdes das  aberturas uniformasmente no
recipiente 10 de composto organometilico.

R

Em particular, sg o composto organomstalico 2 & o DH&H,

=T

possuindo uma viscosidade elevada, o caudal de gas portador

através das pequenas aberiuras raspectivas 5 &, prefarivelmente,
ndo superior a 100 o /min. (estado padrZo). Um caudal superior a
el

-

¥ Y

100 cw/min. {estado padrdo) pode destiruir as bolhas do  gas
poirtador, ejectado a partir das peguenas absriwas, Tormardo um
percursso gasoso, absirito, das psguenas absriuviras até & superficie
do  composto  organometidlico, numa forma tubular, o gus pode

retardar o efeitc de cavitagio gerado por um oScilador superséni-
i ™~
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co usado neste exemplo.

0 oscilador ultirassdnico B exibe um sfeito de cavitagdo,
gerando peguenas bolhas,
composto organometélico a partir da superficie do  compostc
organometalico. 0 oscilador ultrassonico pode ser constituido por
uma pluralidade de osciladorss ultrassdni

a
disso, o oscilador pode estar instalado na parsde lateral da

-

CAmaira gue Contém o composto organcmatialico. Mesite exemplo, o
oscilador ultrassdnico 8 serve como meio para acelerar a produgdo
de gas, para Tormar eficazmente o gas de par

2

Neste exemplo, as pecuenas aberiuras existentes = um  caudal
limitads de gas portador ejectado, a partir de cada uma das
pequenas abearturas ugdo de pegusnas  bolhias no
composto  organometilico e & Tormagdo de ndévoa na superficie de
liguide. Contudo, 2 produglo eficaz das pequenas bolhas ndo pode
s8¢ conseguida, de um modo suficients, apenas pela sexisténcl
pequenas absriuras. Em particular, para um composto organomsetdli-

e

fe
et
¥,

o0 wiscoso, como © DMAH, pretende-se gque o ga&s poirtador seja

ejeciado, a partir das psguenas aberiuras

-
mente, com um caudal inferior a um certo valor.

Neste sxemplo, o DMAH, gus possui uma viscosidades elesvada,
pode  sar transpar tado pelo gés portador guse Tlui a partir do
composto organomstalic contido o recipiente wmetalico 10,

contando wuma gquantidade correspondante 2 pressios de  wvaporr de
saturagio <o DMEH, limitando o caudal <o gés portador ejectado &
partir das peguenas absriuras 5 a, aproximadamente, 100 ca-/min.
{estado padrio) e utilizando um sfeito de cawvitagdo da oscilagdo
ultrassonica, mesme gquando o total de gas portador introduzido

no  recipiente metidlico 10 & uma quantidads t3o grande guanto 10

&
litros por minuto {estade padrao).
Nao s encontrou, até agora, nenhum méiodo para transportar,
A

eficazments, num gds portador, uma guantidade tdoc slevada de um

I
=
& J‘I

composto organometilico. particular, no processo CYD de vacuo

o nmero e bolachas usado num loie de deposigio depsndds da
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ico, um grande nomero
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organometdlico,
poi- tadoir
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eficazmente o gas de partida.

0 composte organometalice & ejectads na forma Jde  goticulas

ta
com varios u de diZmetro, ou menos, num estado de névoa, a

partir dos atomizadores pisgzosléciricos Z4. finds g omiza—
dores 34 estejam instalados no Tunde da camara metalica 33 na

figura, podem estar instalados na parsce lateral da c@mara.
Naturaimente, pods-sSe uSar OULro atomizador gue nd@s o o tipo

pigzoeléctirico.

oreferivelments, a parede interior da camara @et té

i i
esta revestida com um material olantg, tal como Sil

t is 5 ou
similar, uma vez Gus um Compost organometalico, tal como o THA €
o DH&H, se decompord numa superficie metalica de 3US, na presenca

de hidrogénio, mesmo & temperatura ambisnte, para vormar Ul

alcane desnscessirio, tal como metano ou similar.

X -

Neste dispositivo, introduz-se um gas portador &, tal como

hidrogénio, &rgon aroto ou similar, abtravés de  um tubo de

entrada 37. O gas portador Tica enriguecido no COMPOSLO O gal
matéliﬁo, numa guantidade correspandeﬂta & pressio de wvapor de

terior a partir de um tubo de saida 9 coamo GES  O8

partida 7. 0O composto organometilico, no estado de uma nevoa, na
forma de goticulas com dimensio de vwarios W ou mEnesS, &
arirastads eficazmente pelo gas portador.

o composto organometalico que fica agarrado a superficie

atraveés de um  tubdo

-

interior da ca@mara metalica 33 & recupsiado
i 1

de recolha 386, P recipiente metélico 31, contends 0 Comp osto

m
i3
(]

organometialico.

0 uso de um atomizador piezoeléctrico permit & pulveriza-
cdo, para Tormar um sstado de névos. meSHo S8 © COomposSio organo-
metalico tem uma viscosidade elevada, de wmods a gque O composto
organometalico possa Ticar contido, eficarmente, no gés portador,
independentements ca viscosidade do composto organometalico. Uma

vez gue o gas portador nao passa através de um  liguido, n&o



ocorrem quaisguer Tlultuagfes do caudal de gas portador 7,
g i’ -~ i e ey o qt T s o ey o e e 1 . Ordem s i S R e

CONTENGD U COomposSTOo  DIrganomstalild. POQE-~SE 0 ABSL SIVrLar,
totalmente, a pulsagio do Tluxe gus ssria pirovocada no transporie
- Pelo método

&
com esta constitui-

gao, pode-se afectuar o transporte de DMaH num estado tal, que o

gas sortador contam DMAH numz guantidade correspondente a
sua pressfio de vapor de satuwragdo, mesmo s o caudal total de gas

portador  seja tiEc grande guanto 10 l/min. (estado padirZo).

ateé agora, nenhum métods paira  btransportar

eficazmente, por um gds portador uma guantidade t3o

composto oirgnometalico. Em particular, num processs CVD de vacuo,
convencional, &

usar , num 1ots

permite a deposicio de uma pe
100-200 polachas o 100,186 mm, num loits de deposigdo COn Uma

velocidade de deposicio elsvada.

0 dispositive de alimentacdo de gas, gue se mostra nwo
exemplio, transporta wn  composto organomsitilico, filEa 2SS TEA0

liguids, a partir de um recipiente gus armazZena o composto
organomstilico, € ejecta o composio organ
forma de uma névoa
bico piezoeléctirico, para um espage, descarreyg
introdurido, gue contém o composto organometilico numa guantidade

corirespondente & sua pressio de vapor de saturagdo.

0 dizspositive de alimentagdo de gas, antsriormsnis descrito,
& usado, adeguadamente, com um aparelho para produgdo ds pelicula

de deposicgdo gue a seguir se desoreve.
& Fig. 6 ilustra uma perspectiva transversal esguemdtica de
um aparelho, para produgio de uma pelicula de  deposigio, Jdo

presente invento.
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Ui tubo  de reacgfo externo 50, de guartzo, constitui um
‘. oy Y e 2 R o= | K-8 = I . L
espaco substancialments Techado para a Tormacsio da oelisula de
1 Ry ¥

deposicdo. Mo interior, estfo Tixos, por um supoirte de su

56, numa posigio predeterminada, uma pluralidade e substratos 57
para a Formagds de uma pelicula de @metal, principalmente
constituidos de aluminio, silicio ou similar, tal comos a pelicula

de deposigdos. Um &
fluxeo de gas no tubo de reacgdo externo 50. Uma Tlangs metilica

54 fecha ou sbre uma aberitura do tubo de reaccldo externo 50. Os
o t

stiratos & controlada
o de reacgio 30 & controlada
por  wn sistema de escape igado atraves de uma Saida ds  escape

de gas E3.

[

) aparelho gue se wmostra na Fig. 6 t

Y

m um misturador &2 gue

esta ligado a um primeiro sistema de gas,

]
e
4
®
=
P
iL"

limentacgdo de

gas, a partir do disposit

&
o
(]
)]
(=
=

=
@
P
e
D
w3
l

]
T
“

@
o

[

& aixa-se a Tlange
ansnte com O supoirts de supstralts 56 & com 0%
b ]

se mostra na
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Com  um  tal aparelho, nas condigfes de producio de uma
pelicula de deposig de-se  produzir,
simul tansanente em

A1 ou de £1-2i sati

wina pelicula ds

alimentagido e

adequads para aparelhos para produgfo de psliculas de  deposigdo,
pelo uso de um composto orgenomstédlico com  uma viscosidade
elevada, tal como o DHM&H, numa quantidads slevada. MNatwalmente
que o tipo de compostos org&nommtéllces; a constituigis dos
aparslhos para a produgdo de psliculas de deposigdo & oS aspectos
relacionados, nfo estio limitados zos sxewplos antericres.

g)
£
¥
o
g
%
E
{
i
i
i
Yx'-
(]
=]
F
25,
]
=
[
o
K«
(%]
£
&
T
0]
1]
%
[
)
-
i~
et
1]
x
{7
1]
|

Lt
l L oy ~ 1 5 1o L N N N PR AE D o sl manogm e t 3 daele o e P
ences GLAITULAS O8 Ga8lOosigad, Mlma <irands suantidads & Com  um
Yy
=)

[
)
A
s
=
o
&,
]
M
¥
[
(@
%
3
3
44
"
1]
o}
[
;.,.1
G
e
:!
C)
o
@
=
i
r€¢
]

el
transporte, estive
senm problemas, tais como o aumento do tamanho do aparslho, mssmo

quando S8 uSa un

elevada. fssim

do na Fig. 1 € aplicado, adequadamente, a um aparslho, para o
- O o N, L) = dr oy o8 [ P - > - P - s, z
procasso VD de vacuo, ilusirade, por exsampdlo, na Fig. &, gus &

=
capaz de conter un grande nimero de bolacha

=
-y et g o8 g, e P A VA ? o ey 0 72 2 S nem e N, SR S« A
nesmo  temps & de depositar 41 ou A1-8i. Uma vez gus a deposicdo

de Al cu de A1-81i ocoiire por uma reacgio de supsrficis, sobrs uma
supeirTicizs de substirato, doadora de elscirdes, aguscida, pode—se
depositar A1 ou £1-3i a partir de DMAH 2 de Hs (cu, addicional-
mente, com um  gas de partida tal como SigHg) por um  tipo de
processo CVD de vacuo de parsde guente, no gual apsnas o subsiira—
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01 x 10 Pay, d= temperatura do

-
-

. . R g =4

substrato de 270 a 3E0%C, de pressio parcial de HAH de 1 0 » 1072
-4
oy

adicionalmnss

% 1074 vere

tubo de re
6,66 % 10

-
de 1,3 » 1672

temperatura

supirimir &

continua satisfatd

Adiconalmente, o dispositivo de alimentagdo de gas ilustrado

&
capaz de conter um grande nimero de bpolachas
mesmo  tempo & de deposiitar AL ou A1-81. Uma vez gus a deposigdo

de A1 ou de AL-8i ooorvrs por uma reacgdo de super
superficie de substraio, doadora de el

=ciitdes, aguscida, pode-se

depositar #1 ou Al-81i a partiv de DMEH & Hp (ou, adicionzlmante,
com um  gas dz partida tal como o SioHg) poir um  Lipo de
processe VD de  wvacuo guente, no gual apenas o
substrato & aguecido.
Na formagio , até uma
espessIwa oador e
. ~Z
electirTes de 1072 &
760 Torr ratura Jdo
PRI =4
substrato 1 x 1072
a 1,27 x dicional-
mente, com o O Dairci ~Hg, o . x 1074

vezes a Ui T oirmi—

dade da acgds &,
~

preferivela o= Paj e a

pr S T yen 1 @"5 1w

F R v e Y S l‘"“‘-"‘ A -~ S

E] n..._‘; P — ~ ey e g pEa =1

it VEIZES Srariita oo




de 270 a 300°C para suprimir 2 migragdo de
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superficie & preparar uma pelicula continua satisfTatdria.

Sinda, adicionalments, o dispositivo de alimentagdc de gés
ilustrade na Fig. 4 & tammam, adeguadamesnte, aplicads a um

superficis, sobre uma supsrficie dJds substrato, doadora e
electries, aauaeiﬁa, pode-se depositar #1 ou A1-8i a partir de
DMAR & Hp {ou, acicionalmente, com um ¢gas de partida de 81 ta
comd  BisHg} por  um tipo de processo CVD de wvacuo de pareds

gqushte, o gual apenas o substrato & aguscido.

com uma pressdo parcial de SigHg de 1 x

pressio  do tubo ds2 reacgdo). Para melhoria da  undfy

pelicula a prsssdo do tubo de reacgdc &, praferivelmsnts, de

S x 1072 a 5 Torr {6,586 a 6,66 ® 102 Pay, & a pressio parcial de

DMAH & prevTerivelnents de 1,3 x 1072 & 1,3 = 1074 vezes a

pressic oz tubo de rea @éo & temperatwura do substirato , preferi-
S

vel, & de 270 & 300°C

prepairar uma pelicula continua sa

0 processo para a produgdo de uma pslicula de  geposicdo,
nopneadansnts, o procsssoe COVD, utilizando um hidreio de alguilalu-
minio, particularments, um hidrete de alguilaluminio possuindo um

grupo metilo & descrito em detalhe.
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{(Formula Guimical CH

ou hidreto de monometilaluminio (MMA&H-D

como gas de partida, contendo pelo wenos um dtomo gue val S~ un

elements <constituinte da pelicula de deposicio ol adicional-
l“) ra 7
<

mente, usam-se um gas contende Atomos Jde Si como gas de  partida

ou ainda, adicionalmente, hidrogénio como gas de partida. Forma-
glectivaments, uma pslicula de 81 ou de £1I-331 sobre o

matarisl fa superficis de substraio para  proporclionar uma
supsirficis asposigio de Al ou de RAl-8i, & um sSegundo
material na superTicie do substirato para a ndo deposigdo de &1 ou
de £1-8i. 0O primsire material na superticie do substrato &

composte por uma substi@ncia doadoira de elecirfss.

Explica-se, a seguir, am pormenor a propriedade doadora de
&

Um material doador de slscitrfss € um material no gual
existem electirdes livres ou no gual se Toramam, intencionalments,

elechrdes livres: por sxemplo, um materizal possuinds uma supsrTi-
&
com uma molécula de gds de partida adersenits &

o
Inclusm-se, também, metais <

extremamente Tina de oOxido

tes materiais inclusm, sami-
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CANON KABUSHIKI KAISHA
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